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Abstract 
In the instrument to be described for measuring the electric surface charge is 
used a radio tube， 3 S 4， which is constructed in a copp巴rtube with a measuring 
electrode and is shielded from light and moisture. And then， the relations between 
the charged substance and the probe of th自 instrumentare discussed with respe巴t
to the distance between them， obtaining the input voltage attenuating relations. 
In the measu開 menttaking a distance from the objective， the grid input 
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プレート電圧はlOV以下で， ヒ{夕{電圧は定格の1/2~2/3 で用いる。 尚光を完全にさえま
ることが大切で，ごく僅かの光の侵入でも大きいグ Yッド電流が流れる。






















真空管電位計による表面電荷測定の 2，3の問題 571 









































ろがこの時定数I，i:RtとG の積であるので， C;をできるだけ小にする要求を考慮すると，Ri 
を大きくすることが必要条件になってくる。 Riが 101lJ2ていどで， C;が 10pFていどでは時
定数1秒ていどになり良くない。 Ciを、 5pFていどに下げたとさは， Rzが 101ヨJ2ていどは必
要になる。そうすれば5秒の時定数に改善される。要は，時定数を充分大きくして，Ciの電「与
をR;によりて減少させる影響を考えなくてよいようにすることである。





( 1 ) 













Ci = 6.39 + 0.86 d 
Ci: [pF]， d: [cm] 
~ 
/'_./ 
( 2 ) 
C とC20 dについての測定値は第7凶のようになる。被測定荷電表面と νー ノレド筒前面
との距離を Jとするとき，この図の値は I=O.lcmのものである。 C1の値は，1くO.lcmおよ
び d>0.3cmの範囲では， logCJαdの関係にあることが推測される。 この範囲の数値は誤差
が多いか又は測定できなかったが， ガードワエノレ型容量器の理論的近似式。が logC:xdの関
















































































































































































































































とおく。この hを入力較正係数とすれば，kは dの関数で表わされる。 hの計洋結果は，第8
図のl白線になる。 lWち同一電荷 Q。に対して，dを直線的に変イじすると， 直接測定される値は
対数的に減少するこが矢口られる。
(b) プロープを被測定荷電表面より離して用いる場合。 dを、定にして， C1とC2を Jの
関数で表わすと， 第 9図と第11図ぷ得られる。 この場合は一般に荷電面積がプロープヨコ断面
より jよいので， 測定の対応電極秘!として， 6cmの直径の円板を用いたのが第9図の場合であ
る。これに比較するために 1cm直径の円板を用いたものを第 11図に示した。 C]はd二 O附近
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きくなるにりれて， 対象ιなる荷電体の 1面積が次第に大きくなって， 第 10図hの曲線に近づ
く。 dが大きくなり充分遮蔽効果がでると，k iま第13図Iの胡線から Iの曲線に移ってゆく。
このように k'rilとdの複雑な関数になることが知られる。従ってここでは定性的な関係だけ
が明らかになって，今後の研究の指針か得られた。
5. むすび
上記の検討によって，次のことが知られた。
第1にプロ{ブについて改良を加えて，等価人力容量を6.5pFていどに減少した。入力回
路の時定はそれに応じて大ぎくし Riの影響を無視できるようにした。 次の被測定物体を含め
た入力回路を検討ーして，プロープを荷電表面上にごく接近しておくときの入カ較正係数hを，
dの関数で，かなり信頼できる値を得た。これにより測定値の信頼度が増したといえる。プロ
ープを離して用いるときについては定性的な結果だけであるので，今後の問題として残ること
Yこなる。
おわりに，この研究に種々の援助をして下された本学電気工学室の諸教官，および実験tこ
たずさわった本学卒業生中野嘉明氏に感謝する。
(59) 
